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膜は興奮の過程 を通 して,一様 な状態を取-ているのではなく,ある部分は膜電位 の
高い興奮状態にあり,他の部分は膜電位の低い静止状態にあるとい う不均質な様子を示
し,さらに時間的にもその様子は自発的に変化していることが実験的に知られ-ている｡

















逸的開放系に対するアンサンブル理論 を築 く事が出来 る｡
3.膜系のモデ/レ
上に述べたドメインは alト or-none的に A orB を取る ac.tivesite と考え
る事が出来る｡一般性を失 うことなしに A-1,B-0 とすることができる｡この l
oro という状態はいわば平衡構造であるので,何故 lorO の状態を取るのかを理
論は説明するに必要がある｡この点, Isingモデ/レのスピンに up と down が何故
あるのかは統計力学が答える必要がなレ_tのと異-ている｡膜の active siteが lor
o の平衡構造をもつ事は,例えばLigand の吸着であ-てもよいし,膜のタンパクや
リビッドの構造転移であ-てもかまわない.それは実験的にもまだ確かめられていない























膜系の状態は,各々の acti,vesiteが Oorl のいずれかの値をとるかによ-･,て


















その前提 にエルゴー ド性 を仮定する事は妥当と思われ るo散逸畳Qが,系のエわ レギー
Eだけで決 ま-ているとすオ‖ま,確率分布はQの関数 として表わせることになるo Lか
し,EだけでQが決ま-ているとするのは,大きな仮定である｡このように現在の弧立
系のエルゴー ド性から, (1)の問題に答 えてゆくためにはまだ困難があるが,次に散逸
量を確率変数 と解釈する立場からその間題を考えてみようO全系の散逸量Qは巨視的な
量であり,個々の渦電流の担 う散逸畳 qiはそれに比 して無限に小さい｡このことから
qiは ,わずかな摂動によって変化するため確率変数 とみなす事が出来る｡したが･-て
中心極限定理のように,和 ∑qi(≒Q)に対 し何か普遍的な確率分布が期待される｡
この解釈は,平衡理論のギプス分布 を中心極限定理から説明 した ヒンチンの立場に対応
している｡つぎに,(2)の問題 を考えてみる｡散逸畳QがほとんどSummable な量で
ある事から,分布関数は指数関数的な分布 となる｡この e~r●Q (γは正の定数 として
おく｡) という分布が開放系を特徴附けるアンサンブルを形成する｡このアンサンブル
は,平衡に近い線形領域ではすでに知 られている分布 (ギプス分布 e叩BEやアインシュ
タインのゆらぎの分布 cxp〔(S-S｡)/R〕)紘-致する必要があるが,線型散逸過
程 芸 E ≡ -Q -:TFJ及 び T･崇 ≡ Q--竿 から実際そうな- いるこ
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電流の強さが興奮の一般化力であるO (2)膜電位に対する域値 Vcが興奮を制御 してい
る｡-(3)興奮を戻そうとする非マ/レコフ的な不可逆過程があるOこわ第 3は,透過した
イオンの累積によるメモリー効果に代表される｡







LV一言 { gap ,V-Ea)+ gr,1-p ),V-Er),･ G*{意 +葦dt
a,bは反応係数 . C は膜のキャパシタンスG*は膜面にそ-た xおよびy 方向に対
するコンダクタンスであ り,過電流の非局所的効果 を考慮 したものであるo p(t‖ま余効
関係 で e T*という指数関係で近似することにすると,上の一組の方程式は数値的に解
くことが出来るo上の式 でDが小さいか,又はT*が小さい とするt.近似的に定常解
が得 られるが,その とき得 られる p-Ⅴ 関係は前章で,アンサンブル理論から得られた
















な疑問 を残 しているが.今後はそのような方向に話 を進めてゆこうと考えている｡最後
に研究会での多くの有益な討論に感謝 したい｡
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